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[序論] 近年，安価で発電効率の高い太陽電池

用結晶シリコンとして，従来の mc-Siに加えシ

ードキャスト法により作製された mono-like Si

や HP mc-Siが注目されている[1]．更なる高効

率化に向けて結晶中の軽元素不純物を制御す

ることは必須であるが，HP mc-Si中の軽元素不

純物については，ほとんど報告がない．そこで

我々は，HP mc-Si中の軽元素不純物の濃度と分

布を，同じ結晶成長炉で作製した従来の mc-Si，

mono-like Siと比較しその特徴を明らかにした． 

[実験方法] 40 cm×40 cmの坩堝に，粉砕した

Cz-Siの原料を入れ，同じ結晶成長炉を用いて

作製した3種類のシリコン結晶（従来のmc-Si，

HP mc-Si，および mono-like Si）を用意した[1]．

種結晶として，HP mc-Si には粉砕した半導体級

シーメンス原料を，mono-like Siには(100)Cz-Si

を用いた．それぞれの結晶を縦切りにし，両面

研磨を施した厚さ 2 mmの試料中の軽元素不純

物(Oi，Cs)を FTIR により測定した． 

[実験結果] 格子間酸素濃度の坩堝底からの分

布を Fig. 1に示す．坩堝底からの距離 40 mm以

上の領域に着目すると，HP mc-Siの格子間酸素

濃度は，従来の mc-Siと同程度であることがわ

かる．mono like-Siの酸素濃度が高いのは種結

晶に用いた Cz-Siからの酸素の拡散によるもの

と考えられる[2]． 

次に坩堝底からの距離 40 mm以下の種結晶

領域に着目する．HP mc-Siの種結晶領域の酸素

濃度分布を μ-FTIR により調べた結果を Fig. 2

に示す．大きさ約 10 mmの酸素濃度の低い領域

は，種結晶に用いた半導体シーメンス原料であ

り，種結晶の隙間に高濃度の酸素が分布してい

ることがわかる．その酸素濃度は 1.5E18 cm
-3

程度であり，母体の原料に用いた Cz-Siと同程

度であった．  

以上の結果，HP mc-Siにおいては，種結晶領

域に混入した融液はそのまま固化し，結晶成長

領域では従来のmc-Siと同様に融液の対流等の

結晶成長条件によって軽元素の分布が決まる

ものと考えられる． 
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Fig.1 Oi distributions in the three 
types of crystals 

Fig.2 Oi distribution in a seed region 
of HP mc-Si 
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